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Abstract (en)
[origin: WO8601641A1] A MOSFET structure in a silicon body (10) has a Schottky layer source electrode (16), such as platinum silicide, which
extends into and fills a cavity underneath a sidewall oxide layer (14) located on a sidewall of the gate electrode. The cavity is formed by isotropically
etching an exposed region of the silicon body surface at the source and drain regions to be formed, in order to undercut the sidewall oxide layer,
whereby an edge of the subsequently formed Schottky source electrode in the cavity is substantially aligned with an overlying edge of the gate
electrode.

Abstract (fr)
Une structure MOSFET dans un corps de silicium (10), comme le siliciure de platine, qui remplit une cavité sous une couche d'oxyde située sur une
paroi latérale (14) de l'électrode de porte. La cavité est obtenue par la gravure isotropique d'une région exposée de la surface du corps de silicium
aux régions de source et de drainage à former, pour effectuer l'érosion de la couche d'oxyde sur la paroi latérale. Un rebord de l'électrode à source
Schottky formée ultérieurement dans la cavité est essentiellement aligné avec un rebord surjacent de l'électrode de porte.
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